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ヨウ化銅(CuI)は、バンドギャップが 3.1 eVで優れた p型伝導性を示すことから、代表的な p型ワイ

ドギャップ半導体として知られている。我々は前回の講演会で、Al2O3と CaF2基板上に分子線エピタ

キシー(MBE)法で作製した CuI薄膜の光学・伝導特性を比較し、熱膨張係数が近い CaF2を基板に用い

ることで CuI 薄膜の低温での伝導特性が格段に向上することを報告した[1]。CuI を含むハライドは、

酸化物やⅢ-Ⅴ族半導体に比べて熱膨張係数がはるかに大きいため、CuI と熱膨張の整合性をとる上で、

同じハライドのフッ化物が基板として有望である。しかし CuIと CaF2の格子不整合は 9.7%と大きく、

薄膜の結晶性をさらに向上させる上で、基板との格子整合性を改善する必要があると考えた。 

本研究では、CaF2と同じ蛍石構造で、格子不整合が CaF2よりも小さい SrF2(4.2%)と BaF2(2.4%)の基

板上に CuI薄膜を作製し、格子整合性の違いが薄膜の結晶性と伝導特性に与える影響を調べた。Figure 

1は SrF2及び CaF2の(111)基板上に作製した薄膜の X線回折の 2-スキャンの比較を示す。どちらの基

板上でもラウエフリンジが観測されていることから、高い格子コヒーレンスがあることがわかる。一

方、Fig. 2 のロッキングカーブを見ると、SrF2基板上では CaF2基板上に比べてピーク半値幅が半分以

下まで小さくなっており、面内方向の格子コヒーレンスが向上していることがわかる。したがって、

格子不整合を小さくすることで薄膜の結晶性が向上することが明らかになった。講演では、BaF2 基板

上の薄膜も含めた結晶性や伝導特性についても議論する予定である。 
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Fig. 1 X-ray 2- scan profiles for CuI thin 

films on CaF2 (111) and SrF2 (111) substrates. 

Fig. 2 Rocking curves for the two films 

at CuI (111) diffraction peaks. 
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